~ POLSKA
RLECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOW Y| 108847

L P - -

Patent dodatkowy

do patentu —
2gtaszono: 27.05.77 (P. 198447)

_ Int. C1.2 HO4B 15/02 -
Pierwszéfistwo:  28.05.76 Wegry ‘ ~

THY
PATENTONY
PAL

Zgloszenie 6gieszono: 17.07.78

Opis patentowy Opublikowano: -31.12.1980

Tworey wynalazku: Andor Halasz, Laszlé G. Szabo, Séndor Szeghy, Ja-

nos Vigh

Uprawniony z paiéniu: Budapesti Radidtechnikai Gyar, Budapeszt (We-

gry)

Uizadzenie odfiltrowujace zakléeenia dupleksowe

1

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie odfiltro-
wujace zaklécenia dupleksowe, zwlaszcza w.urzg-
dzeniach nadawczo-odbiorczych zasilanych przez
linie wysokiego napieeia, w ktérym urzgdzenie od-
biorcze umieszczone jest w uziemionej obudowie,
przy czym elementy tego odbiornika znajdujg sie
na oddzielnej od obudowy plytce, na ktérej po-
wstaje lokalny punkt zerowy ukladu.

W liniowych Iaczach teletransmisyjnych znany
jest spos6b zdalnego zasilania, polegajgcy na do-
starczaniu energii rozmieszczonym wzdluz linii w
okreSlonych odstepach stacjom wzmacniakowym
przez przewody linii teletransmisyjnej. W zalezno-
§ci od mozliwosci systemu w rozwigzaniu takim
okreSlona liczba stacji zasilona zostaje szeregowo
na jednym kohcu linii pradem stalym o okreSlo_-
--nym napieciu. Wielko§¢é tego napiecia stalego przy
znanym poborze pradu linii ograniczona jest stra-
tami mocy i ekonomiczno$cig systemu. Praktycznie
-oznacza to, Ze np. przy zalozonym pradzie 150 mA
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wzmacniakowych dupleksowymi systemarmi nadaw-
czo-odbiorezymi. Ma to umozliwié w strefie dzia-
tania systemu polgczenie takze poprzez nadajniki
ruchome, nie zwigzane lokalnie.

Z uwagi na ekonomiczno§¢ i niezawodno$§¢ celo-
we jest réwniez zachowanie sposocbu zasilania
zdalnego takiego systemu uzupehionego nadajni-
kiem, gdyZ nie pocigga to za sobg konietznosci roz-
budowywania zasilania bateryjnego lub sieciowego
i stacja moze pracowaé bez obstugi.

Przy stosowaniu nadajnikébw najwigksza trudno-
§cia wystepujaca przy zdalnym zasilaniu sg tzw.
zaklécenia dupleksowe, Na ogél nadajnik, odbior-
nik i filtr umieszczone sg we wsp6lnej uziemionej
obudowie. Wewnetrzne uziemienie elementé6w ob-
wodu wykonane jest w odniesieniu do obudowy.
Powstale w nadajniku zaklécajace sygnaly w. cz.
moga przedostawaé sie nietlumione przez polacze-
nia sterujgce odbiornika i cze$ciowo lub catkowicie

g6érna warto§é tego napigcia stalego zdalnego zasi- *  uniemozliwig .Jego prace. Z.akmc.efua tggo ty‘p.u
lahia wynosi okoto TOOV. zwane sg w htera.t‘u-rze techn.l‘cznAe‘J Jak?» @kiégeq;é
Napiecie tej wartoéci przy uzyciu diod Zenera d.u'p IERSOWE-’, .gdy.z W’,’Ste?‘,”a 'przy  jednoczesne]
polaczonych szeregowo dostdarcza poszczegblnym pracy x?adajmika.l odbiornika. L )
statjom wzmacniakowym potrzebnej energii do ich 5 Przeciwdzfatanie tym _Z_?kl‘S?en1°m . PO?‘?'ga, na
dziatania, przy czym diody Zenera utrzymuja stalg przeprowadzeniu wszystkich przewodéw przyla-;z?-
wartosé plynacego przez lihie pradu. niowych urzgdzenia pnez’ czion fi-lttujat:y, ktéry
W sbudowdnych na tej zasadzie laczach tele- uziemia niepozadane zaklocenia w. cz.
tramémisyjnych w przypadkach specjalnych ko- . Trudno$§é zdalnego zasilania urzadzen polega na
~nieczhe jest uzupelnienie poszczegblnych stacji 30 przesylaniu linig napigcia kilkuset woltow w od-
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niesieniu do masy, przy czym na koncu linii moze
wystapi¢ pelne napiecie zdalnego zasilania.

Réwniez galezie dodatniego i ujemnego zasilania
nadajnika i odbiornika nie sg dolaczone do tego
napiecia, gdyz z punktu widzenia zasilania oba te
urzgdzenia wilgczone s3 szeregowo.

Obudowy urzgdzen, ze wzgledéw bezpieczenistwa,
sg uziemiane. Elementy obwodéw nadajnika i od-
biornika muszg wiec byé odizolowane od masy,
przy czyy»miedzy tymi elementami a masg nalezy
zachowaé zgodng z przepisami — w zaleznoSci
od zastosowanego maksymalnego napiecia zdalne-
go zasilania — wytrzymalo$¢ izolacji na przebicie,
okreSlong napieciem okolo 2 kV.

Wewnatrz obudéw nadajnika i odbiornika po-
wstaje lokalny punkt zerowy ukladu w odniesieniu
do masy wysokiego napiecia. Powstajg tu wiec
duze techniczne trudnoéci uzyskania odpowiednio
duzego tlumienia w. cz. pomiedzy lokalnym zerem
odbiornika a przychodzacymi zewnetrznymi prze-
wodami, przy czym elementy realizujgce to tlu-
mienie muszg wytrzymywaé wysokie napiecie,

a jednocze$nie zapewniaé ochrone przed zakl6ce-

niami dupleksowymi.
W tym celu stosowano “wysckonapieciowe kon-

. densatory przepustowe, kt6re jednak kilkakrotnie

zwiekszaly gabaryt urzadzenia, mialy duza induk-
cyjno§é wzdluzng, co pogarsza skuteczno$§é filtracji
W. C€Z., a poza tym znacznie zwiekszaly koszt calego
urzgdzenia. - : . .

Celem wynalazku jest opracowanie urzjdzenia
odfiltrowujacego zaklécenia dupleksowe wykorzy-
stujacego tanie niskonapieciowe kondensatory prze-
bustowe i zapewniajacego zachowanie oryginalnych
wymiaré6w odbiornika. .

Cel wynalazku osiagniety zostal przez to, ze
w obudowie odbiornika znajduje sie plytka izola-
cyjna obustronnie pokryta przewodzaca folia, przy
czym folia na jednej powierzchni plytki polaczona
jest galwanicznie z lokalnym punktem zerowym
odbiornika, a folia na drugiej powierzchni plytki
taczy sie z uziemiong obudowa, Na plytce izola-
cyjnej zamocowane sg nhiskonapieciowe kondensa-
tory przepustowe, ktérych jedne kofic6wki dotgczo-
ne sg do folii z potencjalem lokalnego zera, a dru-
gie, wokét ktérych folia po drugiej stronie plytki
izolacyjnej ma wyciecie izolujace, do wszystkich
obwod6éw wejsciowych i wyjSciowych odbiornika.

Na pierv(rszej stronie ptytki 'izo'lacyjnej, miedzy
foliag polgczong z lokalnym zerem a krawedzig
plytki izolacyjnej znajduje sie korzystnie obrzeze
zwiekszajace rezystancje skoSng. Uziemiona folia
ptytki izolacyjnej polgczona jest karzystnie z obu-
dowga odbiornika za pomocg metalowej listwy. Ptyt-
ka mnoSna odbiornika powinna byé zamocowana
prostopadle do ptytki izolacyjnej. -

Przedmiot wynalazku zilustrowany jest przykla-
dem wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia — urzadzenie wedlug wynalazku w
widdku perspektywicznym; fig. 2 — pierwsza stro-
ne plytki izolacyjnej, fig. 3 — druga strone ptytki
izolacyjnej; fig. 4 — plytke izolacyjng w przekroju
poprzecznym. _ )

Zgodnie z fig. 1 odbiornik umieszczony jest w
metalowej uziemionej obudowie 1, a jego elementy
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skladowe 6 zamontowane sa na pitytce no$nej 3,
ktéra jest oddzielona' od obudowy 1 wspornikami
4, z tworzywa sztucznego. Obok plytki noénej 3
zamocowana jest prostopadle do niej pltytka izola-
cyjna 2, pokryta obustronnie przewodzacy folia.
Zewnetrzna strona plytki izolacyjnej 2 polgczona
jest za pomoca listwy metalowej 5 z obudowg 1
odbiornika i z masg. Na plytce izolacyjnej 2 u-
mieszczone sg niskonapieciowe przepustowe kon-
densatory 7, poprzez ktére obwody odbiornika ig-
czg sie z nadajnikiem, z linig przesylows i ze Zr6d-
lem zasilania.

Wedtug fig. 2 miedzy znajdujgcg sie na pierw-

szej stronie plytki izolacyjnej 2 folig 8, potaczonag
z lokalnym punktem zerowym i z obwodami na
plytce no$nej 3, a krawedzig plytki izolacyjnej 2
znajduje sig izolujgce obrzeze 9, w celu zwiekszenia
rezystancji sko§nej. Przy mnapieciu zasilajgcym
700V napiecie proéby przebicia plytki 2 wynosi
2 kV, co okre§la wymagane parametry materiatowe
tej plytki. )
- Plytka izolujaca jest celowo wykonana z mate-
rialu wzmocnionego wiéknem szklanym, ktéry po-
kryty jest folia3. Zamontowane na plytce izolacyj-
nej 2 niskonapieciowe kondensatory przepustowe
7 przylgczone sg jednym biegunem do folii 8.

Fig. 3 przedstawia.plytke izolacyjng 2 od drugiej

‘strony, zewnetrznej, gdzie w otoczeniu kondensa-

tor6w przepustowych 7 folia 10 ma wyciecie 11,
ktérego wielko§é zapewnia odpowiednig warto§é
rezystancji skroénej dla napiecia préby, tzn. 2 kV.
Z rysunku tego widaé takée, ze listwa uziemiajgca
5 potaczona jest z folig 10 nitami 12, co zapewnia
duzg powierzchnie styku galwanicznego miedzy fo-
lig 10 a obudowag 1, w celu unikniecia zakl6cen
dupleksowych.

Na fig. 4 uwidoczniony jest spos6b zamocowania
kondensatora przepustowego. Do folii 8 po we-
wnetrznej stronie plytki izolacyjnej 2 przylutowa-
ny zostaje katownik 13, ktéry mocuje plytke izola-
cyjna 2 do ptytki noSnej 3 i zapewnia tym samym
galwaniczne polgczenie zera odbiornika ze wsp6l-
nym lokalnym punktem zerowym. Z drugiej strony
plytki izolacyjnej 2 znajduje sie¢ zamocowana nita-
mi 12 listwa uziemiajgca 5, ktéra po zmontowaniu
calo$ci uziemia folie 10, lgczac jg z obudows 1.

Przy zastosowaniu niskonapieciowych kondensa-
toré6w przepustowych zrealizowano szerokopasmo-
wy, malogabarytowy uktad filtracyjny dla wyso-
kiego napiecia i wielkiej czestotliwo$ci, w ktérym
jest zapewniona duza izolacja w stosunku do masy
dla napiecia rzedu kilku kV oraz skuteczna ochro-
na przed zakl6ceniami dupleksowymi. Malte wymia-
ry zastosowanych kondensator6w przepustowych
umozliwiajg umieszczenie odbiornika w stosun-—
kowo matej, uziemionej obudowie. \

Powstajagcy pomiedzy obu foliami plytki izola-
cyjnej kondensator zapewnia® ochrone przed wy-
sokim napieciem i filtracje zaklécen w. cz.

Zrealizowany w powyzszy spos6b uklad filtra-
cyjny dziala w znacznie szerszym pa$mie czesto-
tliwo$ci niz uklad zbudowany przy uzyciu zwyk-
tych wysokonapieciowych kondensator6w przepu-
stowych. Dzieje sie tak dlatego, ze niskonapigciowe
kondensatory przepustowe zwieraja sygnaty zaklo-
cajace w nizszym =zakresie pasma czestotliwo$ci,
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podczas gdy powstaly ,kondensator konstrukcyj-
ny” miedzy foliami 8 i 10 ptytki izolacyjnej 2 sku-
tecznie tlumi sygnaly zakl6cajgce w paSmie wyz-
szych czestotliwoéci.. .

W przedstawionym przykiadzie plytka izolacyj-
na 2 pokryta folig jest prostopadle usytuowana
wzgledem plytki nosnej 3, co kompensowaé moze
wptywy zaklOcajace i skuteczniej je ttumié.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie odfiltrowujgce zaki6cenia duplek-
sowe, zwlaszcza 'w urzadzeniach nadawczo-odbior-
czych zasilanych przez linie wysokiego napiecia,
w ktéorym odbiornik jest umieszczony w uziemionej
obudowie, przy czym elementy odbiornika znajduja
sie na oddzielonej od obudowy piytce, na ktérej
powstaje lokalny punkt zerowy ukladu, zmamienne
tym, ze w obudowie (1) odbiornika znajduje sie
ptytka izolacyjna (2) obustronnie pokryta przewo-
dzacay folia, przy czym folia (8) na jednej powierz-
chni plytki (2) polaczona jest galwanicznie z lokal-
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nym punktem zerowym odbiornika, za$§ folia (10)
na drugiej powierzchni plytki (2), z uziemiong o-
budowa (1) oraz przez plytke izolacyjng (2) prze-
prowadzone sa niskonapieciowe kondensatory
przepustowe (7), ktérych jedne koncoéwki dolgczone
sg do folii (8) z potencjatem lokalnego zera, a dru-
gie koncéwki, wokét ktérych folia (10) po drugiej
stronie plytki izolacyjnej (2) ma wyciecie izolujace -
(11), do wiszystkich obwodéw weéjSciowych i wyj-
sciowych odbiornika.

2. Urzadzenie wediug zastrz. 1, znamienne tym,
ze na pierwszej stronie ptytki izolacyjnej (2), mie-
dzy folig (8), polaczong z lokalnym zerem a Kkra-
wedzig ptytki izolacyjnej (2) znajduje sie izolujace
obrzeze (9) zwiekszajace rezystancje skroéna.

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym,
ze uziemiona folia (10) plytki izolacyjnej (2) pota-
czona jest z obudowg (1) odbiornika za pomoca
metalowej listwy (5).

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 albo 2 albo 3,
znamienny tym, ze plytka no$na (3) oraz piytka
jizolacyjna (2) sg zamocowane wzgledem siebie pro-
stopadle.
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